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１．概要（Summary） 

分光やセンシング応用の分野において波長可変な

中赤外コヒーレント光源の実現が切望されている。そ

こで我々は、副格子交換エピタキシー法を用いて作製

した周期空間反転 GaAs/AlGaAs 導波路型擬似位相整

合(QPM: Quasi Phase Matching) 構造をもとに、中

赤 外 光 発 生 用 差 周 波 発 生 (DFG: Difference 

Frequency Generation) デバイスについて研究して

いる。今回、5.8 m 帯発生 QPM-DFG デバイスを初

めて作製した。また、ドライエッチングプロセスとウ

ェットエッチングプロセスを用いてリッジを作製し、

ドライエッチング導入によりリッジの断面プロファ

イルを改善した。 

 

２．実験（Experimental） 

反転周期 11 m の周期空間反転 GaAs テンプレート上

に AlGaAs 導波路(1 m 厚上クラッド Al0.1Ga0.9As/2.4 

m 厚コア GaAs/下クラッド 20 m 厚 Al0.1Ga0.9As)を分

子線エピタキシー装置で結晶成長し、以下の手順でリッジ

を形成した。Spin on Glass (SOG)を塗布後、電子線描

画装置を用いて 7 m/100 m のラインアンドスペースの

リソグラフィを行った。武田先端知ビルクリーンルーム共同

利用装置の山本研究室所有誘導結合プラズマ型反応性

イオンエッチング装置を用いて SOG をエッチングし、マス

クとした。ドライエッチングには同共同利用装置の並行平

板型反応性イオンエッチング装置を用い、ウェットエッチン

グには塩酸系のエッチャントを用いた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1 にドライエッチング及びウェットエッチング

による QPM-DFG デバイスの鳥瞰 SEM 像を示す。両

デバイスともに QPM 周期に対応する段差が観察され

た。ドライエッチングによる素子では垂直性の高いリ

ッジが作製できた。ドライエッチングを用いることで、

高い制御性でリッジを設計通り作製できた。一方、ウ

ェットエッチングによる素子では、リッジ部の垂直性

は損なわれたものの、エッチャントの拡散律速により

等方的なエッチングのためエッチングされた素子表

面の反転周期による凹凸は平坦化され、低損失化が期

待できる。 

 

Fig.1  SEM view of QPM-DFG device. (a)Dry 

etching and (b)wet etching. 

DFG 測定を行い、5.8 m 帯発生 QPM-DFG デバイ

スでの位相整合の達成を目指す。 
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